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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUF UNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT7DE 03/02227 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1,3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a, 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c eingegangen am 12.10.2004 mit Schreiben vom 12.10.2004 

Anspruche, Nr. 

1 -4 eingegangen am 1 2.1 0.2004 mit Schreiben vom 1 2.1 0.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/5-56 eingegangen am 12.10.2004 mit Schreiben vom 12.10.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Clbersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Clbersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. IE1 Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 . Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
S Anspruche Nr. 1-4 

Begriindung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daG kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, dal3 kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukleotid- und/bder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

Die m'rt Schreiben vom 12.10.2004 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte 
ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der intema- 
tionalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei urn folgende 
Anderungen: 

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die Beschreibung 
aufgenommen werden, mussen sich auf eine reine Wiedergabe der Tatsachen 
beschranken. 

Damit sind die Anderungen auf Seite 2, Zeilen 18-24 der Beschreibung (namlich der 
Textabschnitt "welches ... entsprechen") nicht zulassig (siehe die Richtlinien, Teil II-4.4). 

Zur Prtifung der Anmeldung wird davon ausgegangen, daB diese Anderungen nicht 
eingereicht sind. 

Zu Punkt III 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : EP-A-0 530 564 (SIEMENS AG) 1 0. Marz 1 993 (1 993-03-1 0) 

1. Obwohl Anspruch 1 ein Herstellungsverfahren betrifft, sind in diesem Anspruch keine 
Verfahrensschritte angegeben. Ein unabhangiger Anspruch muB die erfinderischen 
Merkmalen bzw. Verfahrensschritte nennen (siehe die Richtlinien, Teil 5.33). Diese 
Merkmale konnen nicht durch die generelle Angabe "Verfahrenschritte gemaB einer 
Laserstrukturierungsmethode und Atzmethode" definiert werden. 

Im Anspruch 1 wird auch versucht, das Verfahren durch die Eigenschaften des im 
Verfahren benutzten Resistes zu definieren. Diese Eigenschaften sind jedoch nicht klar 
definiert. Die in dem Anspruch 1 benutzte Ausdruck "die mindestens denen von chemisch 
Zinn oder einem amorphen Resist entsprechen" ist vage und unklar und laBt den Leser 
uber die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur 
Folge, daB der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist (Artikel 6 PCT). 

2. Angesichts der vorstehenden Einwande kann derzeit keine vollstandige Prufung der 
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Anmeldung durchgefuhrt werden. 

Es wird jedoch auf das Folgende hingewiesen: 

Dokument D1 offenbart (Spalte 2, Zeile 54 - Spalte 3, Zeile 19) ein Verfahren zur 
Herstellung von elektrischen Leitungsstrukturen auf einem Leitungsstrukturtrager, wobei 
Zinn als Resist verwendet wird. Eine Resistschicht wird auf eine Metallschicht aufgebracht 
und mit Hilfe eines Lasers strukturiert. Nachdem werden die freigelegten Bereiche der 
Metallschicht durch Atzen entfernt. 

Wegen des oben erwahnten Mangels an Klarheit, ist es nicht moglich, der 
Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus D1 bekannten Stand der Technik hinsichtlich 
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit eindeutig abzugrenzen. Es scheint jedoch, daB dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tatigkeit zugrunde liegt. 

**** 



Formblalt PCT/Beiblatl/409 (Blatt2) (EPA-Aprll 1997) 



leiter verwendet. Dies beschrankte sich aber insbesondere auf 
Flachenstellen, die einen vergleichsweise groBen Lagenabstand 
von z. B.> 100 urn zu den HF-Strukturen hatten. Toleranzen in 
den Leiterbahnen konnten bei diesen Lagenabstanden akzeptiert 
5 werden . 

Aus dem Dokument EP-A-0 530 564 Al ist ein Verfahren zur Her- 
stellung von elektrischen Leitungsstrukturen auf einem Lei- 
tungsstrukturtrager bekannt, wobei Zinn oder eine Zinn-Blei- 
10 Legierung als Resist verwendet wird. Eine Resistschicht wird 
auf eine Metallschicht aufgebracht und mit Hilfe eines Lasers 
strukturiert. Anschliefiend werden die freigelegten Bereiche 
der Metallschicht durch Atzen entfernt. 

15 Daneben ist beispielsweise von der Firma micro resist techno- 
logy GmbH durch eine Produkt Information, Rev. : 2/01 bei- 
spielsweise in der Resist-Reihe ma-N 2400 beispielsweise ins- . 
besondere das Resist ma-N 2403 bekannt, welches ein Resist 
ist, das im Vergleich zu chemisch Zinn als Resist bezUglich 

20 des Laserns bei einer Laserstrukturierungsmethode, des Atzens 
bei einer Atzmethode und seiner maximal dUnnen Aufbringbar- 
keit auf einen Leitungstrager Eigenschaften hat, die mindes- . 
tens denen von chemisch Zinn oder einem amorphen Resist ent- 
sprechen . 

25 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur 
Herstellung von hochf requenztechnisch verwendbaren elektri- 
schen Leitungsstrukturen auf einem Leitungsstrukturtrager mit 
Lageabstanden wesentlich kleiner als 100 um unter Verwendung 
30 von Mikrostreifenleitern anzugeben. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch ein Verfahren ge- 
lost, dass die im Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte 
aufweist . 

35 

Danach erfolgt eine Kombination von Laserstrukturierungsme- 
thode und Atzmethode in Verbindung mit einem Resist mit hoher 
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Haftfestigkeit, das zumindest beztiglich des Laserns bei der 
Laserstrukturierungsmethode, des Atzens bei der Atzmethode 
und seiner maximal diinnen Aufbringbarkeit auf den Leitungs- 
strukturtrager Eigenschaf ten hat, die mindestens denen von 
chemisch Zinn oder einem amorphen Resist entsprechen. 

Chemisch Zinn kann in einer Starke von ca. 1 um aufgetragen 
werden. Ein amorphes Resist kann sogar nur in einer Starke 
von deutlich kleiner 20pm aufgetragen werden. Je dunner ein 
Resist aufgetragen werden kann, umso besser ist es fur das 
vorliegende Verfahren. Bisherige Resiste wiesen eine Schicht 
starke von deutlich grofier 20 urn auf. Die wesentlich diinneren 
Resiste erm5glichen das Lasern in einer wesentlich exakteren 
Weise. Bei einem optimierten Fertigungsprozess sind damit 
Strukturen bis in den 20- bzw. 10 um-Bereich und kleiner mog- 
lich. Diese feinen Strukturen ermoglichen das Ausbilden von 
hochfrequenztechnisch verwendbaren elektrischen Leitungs- 
strukturen, die ansonsten benotigte herkOmmliche Bauteile mit 
den entsprechenden Nachteilen ersetzen. Im Einzelnen konnen 
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Nachfolgend wird die Erf indung anhand einer Zeichnung naher 
erlautert. Darin zeigen: 



Figur 1 
Figur 2 



10 Figur 3 



Figuren 4 bis 7 
Figuren 8 bis 10 



Figuren 
20 Figuren 



11 und 12 
13 bis 16 



einen prinzipiellen Verfahrensablauf des 
Verfahrens gemafl der Erfindung, 
einen Teil einer grofleren nach dem Verfah- 
ren gemafl der Figur 1 hergestellten Lei- 
terplattenstruktur im Querschnitt mit ei- 
ner hochfrequenztechnisch verwendbaren und 
einer nicht hochfrequenztechnisch verwend- 
baren Leitungsstruktur, 

einen GroBenvergleich zwischen einer Lei- 
tungsstruktur gemafl der Erfindung und ge- 
mafl einer entsprechenden herkommlichen 
Technik/ 

eine schrittweise Realisierung einer er- 
findungsgemafl hergestellten Spule, 
eine seitliche Darstellung dreier fertiger 
Anwendungen in einer Leiterplatte, die ge- 
mafl der Erfindung realisiert worden sind, 
weitere Anwendungen gemafl der Erfindung, 
Anwendungsbeispiele gemafl der Erfindung 
bezuglich eines Kondensators, einer Spule, 
eines Widerstandes und eines Feuchtesen- 
sors . 



25 Das in der Figur 1 gezeigte partielle Laser strukturierte 

Leiterbild (PHDI: Partial High Density Interconnection) zeigt 
einen Leitungsstrukturtrager 1 (Substrat, z.B. eine FR4- 
Leiterplatte) , dessen Oberflache in einer anfanglichen Be- 
schichtungsphase in einer solchen entsprechenden Weise vorbe- 

30 handelt wird, dass eine dtlnne Lage 2 chemisch Kupfer aufge- 
bracht werden kann. In einer nachfolgenden elektrolytischen 
Beschichtung wird dann eine weitere Kupfer- Schicht 3, in dem 
vorliegenden Ausfuhrungsbei spiel mit einer Gesamtschichtstar- 
ke von bis zu 20 um, aufgebracht. Im Anschluss daran wird ei- 




ne dtinne Resist-Schicht 4, hier bestehend aus chemisch Zinn 
mit einer Schichtstarke von ca. 1 um, aufgebracht. 

Nach der Beschichtungsphase folgt eine Strukturierungsphase . 
Die Strukturierung wird gemaB der Figur 1 mit einem Laser 5 
durchgefiihrt . In der Strukturierungsphase wird mit dem Laser 
5 5 an denjenigen Stellen, an denen spater die unterhalb der 
chemisch Zinn-Schicht 4 liegende Kupfer-Schicht 3 abgetragen 
werden soil, die chemisch Zinn-Schicht 4 weggefrast. 

Nach der Strukturierungsphase wird, wie gerade angedeutet, 
10 die freigelegte Kupfer-Schicht 3 weggeatzt. AbschlieBend wird 
die noch vorhandene chemisch Zinn-Schicht weggestrippt . 

In der Figur 2 ist ira linken oberen Bereich eine erfindungs- 
gemafie Leitungsstruktur 6 gezeigt, wahrend im mittleren Be- 
15 reich eine herkOmmliche Leitungsstruktur 7 gezeigt ist. 

Die erf indungsgemafie Leitungsstruktur 6, bei der es sich urn 
eine neue HF-Struktur handelt, weist Schichtabstande 8 von 
zum Beispiel 30 urn auf . Im Gegensatz dazu weist die herkomm- 
20 liche Leitungsstruktur 7 Schichtabstande 9 von zum Beispiel 
180 urn auf. 



In der Figur 2 sind aufierdem im Zusammenhang mit den neuen 
HF-Stfukturen eine einzelne Mikro-Durchf(ihrungskontaktierung 
25 10 und mehrere Mikrostreifenleiter 11 mit hoher Gute gezeigt. 

Figur 3 zeigt in einem optisch dargestellten Flachenvergleich 
das GrSfcenverhaltnis auf/ wenn eine vorgegebene Leitungs- 
struktur gemaB der Erfindung, also in neuer Technik 12, und 
30 gemaB einer herkommlichen Technik, also in alter Technik 13, 
realisiert ist. 



In den Figuren 4 bis 7 ist die schrittweise Realisierung ei- 
ner mit einem Mikrostreifenleiter realisierte Spule gemaB der 
35 Erfindung wiedergegeben. Dabei ist in der Figur 4 eine Kup- 
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ferflache mit einer Kantenlange von 1 mm dargestellt. Die 
Kupferflache wird in den einzelnen Fertigungsschritten mit 
einem Laser strukturiert . In der Figur 5 ist bereits eine 
Spule in Form einer Schnecke zu erkennen. In der Figur 6 wur- 
den die storenden Eckflachen entfernt. In der Figur 7 ist die 
Spule fertig. 

In den Figuren 8 bis 10 sind nochmals in einer jeweiligen 
seitliche Darstellung fertige Anwendungen basierend hier je- 
weils auf Spulen dargestellt. Die Form und GroBe der Figuren 
5 kGnnen beliebig gewahlt werden. In den dargestellten Ausftih- 
rungsbeispiel wurde jeweils die kompakteste Form gewahlt. 
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In der Figur 11 ist eine mogliche Anwendung innerhalb der 
Leiterplatte unterhalb eines Bauteils gezeigt. Bei der darge- 
stellten Form wird keine Bestiickf lache der Leiterplatte beno- 
tigt. Die Spule kSnnte auch an beliebigen anderen Stellen im 
Layout untergebracht sein. 

im Einzelnen ist ein Bauteil 14 zu sehen, welches in einer 
Lageebene LI mit einem Anschlussf lachenstuck 15 in Verbxndung 
gebracht ist. Unterhalb der Lageebene LI bzw. unterhalb des 
Anschlussflachenstucks 15 ist in einer Lageebene L2 in neuer 
Technik eine schneckenformige Leitungsstruktur realisiert, 
wie sie beispielsweise auch in der Figur 8 gezeigt ist. Un- 
terhalb der Lageebene 2 und unterhalb der schneckenformigen 
Leitungsstruktur ist eine der Lageebene LI entsprechende La- 
geebene L3 angeordnet. 

In der Figur 11 ist weiter eine Ausschnittsvergrofierung in- 
tegriert, die das in die Tiefe und Flache gehende Gebiet um 
das Anschlussf lachenstuck 15 vergroBert zeigt. Dabei zeigt 
die Ausschnittsvergrofierung auch eine einzelne Mikro- 
Durchfuhrungskontaktierung 16, mit der im vorliegenden Aus- 
fuhrungsbeispiel eine Durchkontaktierung zwischen der Lage- 
ebene LI und der Lageebene L2 hergestellt ist. 

in der Figur 12 ist eine Anwendung als Kondensatoren unter- 
halb eines Anschlussf lachensttickes (Pad) gezeigt. Durch die 
Verwendung von geeigneten Isolierschichten und geringen 
Schichtdicken herunter z. B. bis zu 25 um konnen so Kondensa- 
toren im Bereich bis zu z. B. 20 pF auf kleinstem Raum reali- 
siert sein. Diese Kondensatoren haben zusStzlich den Vorteil, 
dass sie kaum induktiv wirken. 

Im Einzelnen ist ein Bauteil 17 zu sehen, welches in einer 
Lageebene LI mit einem Anschlussf lachenstuck 18 in Verbindung 
gebracht ist. Unterhalb der Lageebene LI bzw. unterhalb des 
Anschlussfiachenstucks 18 ist in einer Lageebene L2 in neuer 
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Technik ein Leitersttick 19 realisiert, unterhalb diesem wie- 
derum in einer Lageebene L3 ein weiteres Anschluss flachen- 
stuck 20 angeordnet ist. Dabei sind jeweils zwischen der La- 
geebene LI und dem Leiterstiick 19 einerseits und zwischen 
dem Leiterstuck 19 und der Lageebene L3 andererseits eine 
erste Isolierschicht 21 bzw. eine zweite Isolierschicht 22 
angeordnet. Zusammengefasst ist mit dieser Anordnung zwischen 
den Anschlussflachenstiicken 18, 20 ein Mehrschichtkondensator 
realisiert. 

In der Figur 12 ist ebenso wie in der Figur 11 weiter eine 
Ausschnittsvergrofierung integriert, die das in die Tiefe und 
Flache gehende Gebiet urn das Anschluss flachensttick 18 vergro- 
5 fiert zeigt. 

Figur 13 zeigt eine Anwendung beztlglich eines HF- 
Kondensators. Figur 14 zeigt eine Anwendung bezuglich einer 
HF-Spule. Figur 15 zeigt eine Anwendung bezuglich eines HF- 
10 Widerstandes und Figur 16 zeigt eine Anwendung bezuglich ei- 
nes Feuchtesensors . 

Die Bauteile sind dabei in den Figuren 13, 14, 15 innerhalb 
einer von einem Bauelement abgedeckten Bauelement-Flache BE-F 
15 neben einer Bauelement-Pad-Flache BE-P, das auch als ein Bau- 
element-AnlStflachenstttck BE-A fur einen elektrischen An- 
schluss mit diesem besagten Bauelement angesehen werden kann, 
realisiert. 

20 In der Figur 16 ist das betreffende Bauteil fur sich alleine 
gezeigt. 

Fur die in der Figur 13 gezeigte Realisierung des HF- 
Kondensators mit einer HF-Struktur 23 in PHDI-Technik ist ei- 
25 ne Kondensatorf lache 24 von ca. 1 mm 2 notwendig, damit der 

Kondensator eine Kapazitat von 1 pF hat. Dabei weisen Leiter- 
bahnen 25 mit hoher Gute fur die Verbindung des Kondensators 
zum Beispiel eine Breite von 20 um auf . 
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Fur die in der Figur 14 gezeigte Realisierung der HF-Spule 
mit einer HF-Struktur 26 in PHDI-Technik ist eine Spulenfla 
che fttr eine ca. 15 mm lange, sogenannte Stripline notwendig, 
die mit einer Leiterbahn 27 mit hoher Gttte realisiert ist. 

Fur einen Mittelpunktsanschluss der Spule ist eine Mikro- 
Durchftthrungskontaktierung 28 mit einem Durchmesser von 0,08 
mm realisiert. 

5 Far die in der Figur 15 gezeigte Realisierung des HF- 

Widerstands ist eine erste Kupfer-Lage fttr eine erste An- 
schlussf lache 29 und eine zweite Kupfer-Lage fttr eine zweite 
Anschlussflache 30 realisiert, zwischen denen ein vorgegebe- 
10 ner Folientyp eingelagert ist. 

Die als Flachen 32 zusammengefassten Anschlussf lachen 29, 30 
sind Flachen hoher Gttte. Widerstandswerte des HF-Widerstandes 
werden uber den eingelagerten Folientyp und die Anschlussf la- 
15 chen bestimmt. Die Abgleiche erfolgen in PHDI-Technik. 

im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel gemaJi der Figur 15 sind 
schlieAlich noch eine Leiterbahn 33 zum ersten Anschluss und 
eine Leiterbahn 34 zum zweiten Anschluss des HF-Widerstandes 
20 gezeigt. 

Der in der Figur 16 angesprochene Feuchtesensor ist zu zwei 
Zeitpunkten gezeigt. Im oberen Teil der Figur 16 ist der 
Feuchtesensor vor dem Laserprozess gezeigt, wahrend er im un- 
25 teren Teil der Figur 16 nach dem Laserprozess gezeigt ist. 

Vor dem Laserprozess existiert erst einmal eine Flache 35 ho- 
her Gttte, in die dann mit dem Laserprozess Leiterbahnen 36 
mit einer Leiterbahnbreite hoher Gttte eingearbeitet werden. 
30 Die Breite betragt im gezeigten Ausftthrungsbei spiel mindes- 
tens 25 um. 
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Fur den Feuchtesensor in der Figur 16 sind zu seinem An- 
schluss Leiterbahnen 37 realisiert, die im gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispiel eine Breite von 0,1 mm haben. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von hochfrequenztechnisch ver- 
wendbaren elektrischen Leitungsstrukturen auf einem Leitungs- 
strukturtrager, bei dem Verfahrensschritte gemaB einer Laser- 

5 strukturierungsmethode und Atzmethode kombiniert werden unter 
Einsatz eines Resistes, das zumindest bezuglich des Laserns 
bei der Laserstrukturierungsmethode, des Atzens bei der Atz- 
methode und seiner maximal dtinnen Aufbringbarkeit auf den 
Leitungsstrukturtrager Eigenschaften hat, die mindestens de- 
10 nen von chemisch Zinn oder einem amorphen Resist entsprechen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Leitungsstrukturtrager ein FR4- 
Tragermaterial verwendet wird. 

3. verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Resist chemisch Zinn oder ein amor- 
phes Resist verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest in einem Umf eld von 
hochfrequenztechnisch verwendbaren elektrischen Leitungs- 
strukturen zumindest vollflachig verbleibende elektrische 
Leitungsstrukturen beseitigt werden. 
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FIG 10 



